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В настоящее время кремниевые пористые структуры широко изучаются и используются [1]. Известно, что пористый кремний (ПК) получают методами анодного [2] и химического (ЕЕ) [3] травления. ПК обладает широким разнообразием структурных и морфологических признаков, обусловленных множеством, как технологических факторов, так и внешних воздействий. Целью данной работы является исследование морфологии поверхности ПК, полученного как на предварительно облученных малыми дозами гамма излучения подложках, так и облучаемых в процессе получения (in situ). 

Образцы ПК был получены методом металл - стимулированного химического травления, на предварительно облученных гамма излучением (40 кР, серия 2К) и не облученных кремниевых подложках КДБ 4,5 <111> (серия 1К) [4]. Доза облучения in situ составила 8 кР для образцов, полученных за 20 минут травления (образцы 1К1 и 2К1), 16 кР (образцы 1К2 и 2К2) и 24 кР (образцы 1К3 и 2К3) при времени травления 40 и 60 мин. соответственно [5]. 
Для исследования морфологии поверхности образцов использовалась атомно-силовой микроскоп Solver Nano в полуконтактном режиме с током в рабочей точке 2,5 нА с коэффициентом 10, зонд HA-HR/W2C, резонансная частота 380 кГц.  Обработка полученных изображений осуществлялась на программном обеспечение для визуализации и анализа данных Gwyddion (рис.1). Шероховатость поверхности определялась как среднее арифметическое из абсолютных значений отклонений профиля в пределах базовой длины.
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Рис. 1 АСМ микроскопия морфологии поверхности ПК полученного при разных дозах гамма облучения: 1К – не облученная подложка, 2К – облученная подложка
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Рис.2 Зависимость шероховатости поверхности ПК от времени травления: 1- не облученная подложка, 2 – облученная подложка
В ходе исследования шероховатости были получены результаты, показывающие, что шероховатость образцов ПК, полученных на предварительно облеченных подложках меньше, чем шероховатость образцов, полученных на не облученных подложках (рис.2), что коррелирует с данными работы [6].
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